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La presente invencitn propone un sintonizador para -
receptores de televisidén que consta de unrcircuito previo sintg
nizable, de una etapsa previa; de un filtro de banda sintoniza-
ble y de una etapa mezcladora, en el que para evitar un indeseg
do influenciamiento reciproco del filtro de banda sintonizable
y del oscilador de les etapa mezcladora, estd dispuesta entre el
filtro de banda sintonizable y la etapa mezcladora una etapa se
parcdora formada por un transistor que amplifica las sefiales de
salida del filtro de banda sintonizable, con lo cual se garanti]
za una mayor zona de oscilacibén de frecuencia del filtro ds ban
des sintonizable y del oscilador de la etapa mezcladora.

La presente invencién se refiere a un sintonizadcr sze
gin el concepto de le reivindicaciébni.

En los sintonizadores de este tipo aparece un influen|

ciamiento reciproco del filiro de banda sintonizable y del oscil

lador de la etapa mezcladora, que hace necesario un considerable

coste al ajustarse el filtro de banda sintonizable y el oscila-
dor. Los sintonizadores construidos de este modo son mejorables
en lo referente a la zona de oscilacién de frecuencia del fil-

tro de banda sintonizable y del oscilador de la etapa mezcladg

ra.

Seglin la presente invencién puede evitarse el indeseg
do influenciamiento reciproco del filtro de banda sintonizgble
y del oscilador de la etapa mezcladora, y puede ampliarse esen-~
cialmente la zona de oscilacién de frecuencie del filtro de ban
da sintonizable y del oscilador dé la etapa mezeladora, por cua;
to que segin la invencién entre el filtro de banda sintonizable
¥ la etapa mezcladora estéd dispuesta una etapa separadora formg
da por un transistor que amplifica las sefiales de salida del -

filtro de banda sintonizable.
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La resistencia de la sefial compussta y la modulacién
eruzada de un sintonizador de este tipo puede mejorarse esen-
cialmente segin una ventajosa estructuracién de la invencibn, -
porque el transistor que forme la etapa separadora se desarro-
lla como un transistor de alta intensidad que funciona en cone-
xién de base.

Segin otra ventajosa estructuracién de la invencibn a
ser buena la resistencia de la sefial compuesta y la modulacin
cruzada pueden evitarse influenciamientos perturbadores de las
gsefiales de salida del filtro de banda sintonizable amplificadas
con el transistor que forma la etapa separadora, por las sefiale
de salida del oscilador de la etepa mezcladora en el transistor
que forma la etapa separadora, porque el transistor que forma -
la etapa separadors se desarroclla como gate Dual MOS FET.

Segin otras ventajosas estructuraciones de la inven-
cibn la resistencia de la sefial compuesta y de la modulacibn -
cruzade del sintonizador puede mejorarse adicionalmente porgue
la etapa previa y la etepa mezcladora posconectada al transis-
tor que forma la etapa separadora, se forman en cade caso por -
un gate Dual MOS FET.

Ias ventajas de la presente invencién consisten en qu
un sintonizador desarrollado seglinla invencibn con alta resiste
cig de la modulacién cruzada y de la sefial compuesta presenta -
en toda la gams de sintonizacibn, my grande, una respuesta de
amplitud de su amplificacién esencialmente constante, compen sén|
dose el diferente transecurso y la diferente frecuencia de los -
factores de mérito del eircuito previo sintonizable y del fil-
tro de banda sintonizable, por el transistor que forma la etapa

separadora entre el filtro de banda sintonizable y la etapa mez

[44)
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Ademés el transistor que forma la etapa separadora r_%

presenta pare el oscilador de la etapa mezcladora una carga cong

i
tante en toda la gema de sintonizacién del sintonizador, de ma-

nera que se garantiza en toda la gama de sintonizacibén del sin-
tonizador de un gobierno uniforme, lineal, de la etapa mezclado
Ta.

Mediante la etapa separadora entre el filtro de berda
sintonizable y la etapa mezcladora, se logra adicionalmente res
pecto a los sintonizadores adicionales una selectividad clara-
mente mejorada del filtro de banda sintonizable.

Ademés de esto mediante la etapa separadora enire el
filtro de bandas sintonizeble y la etapa mezcladora, se amorhi-
guan en gran medida las sefiales de salida del oscilador de 1a -
etapa mezcladora, las cuzles podrian llegar a la entrada del sin
tonizador a través del filtro de banda sintonizeble, la ebapa -
previa y al circuito previo sintonizable, de manera que de un -
sintonizador segin le invencibn no pueden partir perturbaciones
en lo referente a alta frecuencia.

El gintonizador segln la invencibén es generalmente -
apropiado para la recepcién de emisiones de televisibn que se -
radian en VHF, maniféstindose como ventajoso el campo de oscila
cibn muy grande en frecuencia del filitro de banda gintonizable
y del osciledor de la etapa mezcladora del oscilador.

Ia invencién se aclara detalladamente a continuacién
en las figuras 1 y 2.

La figura 1 muestra en un esguema de bloques un sin-
tonizador desarrollado segin la invencién.

En la figura 2 se repregenta en un esquema detallado

un sintonizador seglin la invencién.

En el sintonizador de le invencién segin el esquema -
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de blogues de la figura 1, las sefiales de recepcién llegan des-
de la conexién de antena 1, a través de uh circuito previo sin-
tonizable y de la etape previe 3 equipada con un gate Dual MOS

FET T, & través del filtro de banda 4 sintonizable y de la etz
pa separadora 5 construida con un transistor de alta intensidad
I, sin regulacibn, que funciona en conexi6én de base, a la etapa
mezcladora 6 formade por un gate Dual MOS FEI T3, en la que a2
mezclan con las sefiales de salida del éscilador 7 sintonizahle

que presenta el transistor T4.

En la salida 8 de la etapa mezcladora 6 se hallé la
sefial de televisién de frecuencia intermediz, la cual se elabo-
ra ulteriormente de modo en si conocido por un amplificador de
frecuencia intermedis no representado con detalle. '

En la figura 2 se representa el esquema de un sintoni
zador construida segﬁn la invencién desde el punto de conexién
de la gntena hasta el punto de conexibn 15 al que se conecta de
modo en si conocido una etapa mezcladora, como la indicada en -
la figura 1, con el perteneciente oscilador.

En el sintonizador segin la figura 2 las sefiales de -
televisidébn recibidas llegan desde el punto de conexibén 1, a tra
vés de las inductividades L1, Ly, L3 ¥ L4, la conexibn en para-
lelo compuesto del diodo de cgpacidad D3 y el condensador C5 y
a través del condensador 07, e un gate del tipo gate-Dual MOS -
FET T1 que forma la -etapa previa.

El diodo de capacidad D, forma con los condensadores
C3, 04 ¥y 06 asi como las inductividades L5 y L6 un circuito pre
vio sintonizable, por ejemplo el circufto previo 2 sintonizable
gsegin la figura 1,.el cual estd anteconectado a la etapa previa
formada por el gate Dual MOS FET T1, por ejemplo la etaps pre-~
vie 3 de la figura 1.
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la necesaria tensi6n de sintonizacibn se slimenta al
diodo de capacidad D2 a través del punto de conexién 9. Con la
tensibén de sintonizacibn que hay en el punto de conexidén 9 se -
gobierna ademids el valor de capacidad del diodo D3, de manera -
que se garantiga lahéptima adaptacibn del gate Dual MOS FET T1
de la etapa previa al circuito previo, en toda la gama de sin-
tonizacibn del sintonigzador.

A través del punto de conexibn 11 obtiene el gate Lua
MOS FET T1 su tensién de regulacibn, con la que se regula la -
amplificacién de la etapa previa. La tensibn de regulacibn se
obtiene de modo en si conocido en las etapas de potencia inter-
media Que siguen a2l sintonizador segin la figura 2 y no repre-
sentadas con detalle.
| Las sefiales de salida del gate Dual MOS FET 11 56 con
ducen a travéé del condensador 011 al filtro de banda sintoﬁiz&
ble formado por los diodos de capacidad D8 vy D9, los-condensadg
res 018’ 019, 013 y 020 asl como las inductividades LB’ Lg' L1O
L11, L12, L13. Los diodos de capacidad D8 vy D9 obtienen su ten-
sib6n de sintonizacibn a través del punto de conmexibén 10. Agqui
los puntos de conexibén 9 y 10 pueden conectarse s la misma fuen
te de tensibn de sintonizacién. ILa tensibén de sintonizacibn que
hay en el punto de conexién 10, se conduce ademéds al diodo de -
capacidad D10 que esté conectado entre el filtro de banda sinto
nizable y el gate Dual MOS FET Té que forma la etapa separadora
de manera que se garantiza la 6ptime adaptacibn del gate Dual -
MOS FET T5 al filtro de banda sintonizable en todo el campo de
sintonizacibn del sintonizador de la figure 2. El diodo de capza
cidad D10 forma aqui con el condensador 021 una conexibn en se-

rie.

El filtro de banda sintonizable tiene conectada detréd

o
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‘como gate Dual MOS FET, por ejemplo como el gate Dual MOS FET

-
segin la invencibn, & través de la conexién en serie compuesta
por el diodo de capacidad D,, v el condensador Cpys la etapa se-
paradora formada por el gate Dual MOS FET Ty que amplifica las '
sefiales de salida del filtro de banda sintonizable, por ejemplo
la etapa separadora 5 segin la figura 1. Las sefiales de salida
del gate Dual MOS FET T5 que forma la etapa separadora, se con=-
duce & través del punto de conexién 15, de modo en si conocido
y no representado con detalle en la figura 2, a la entrada de -

una e tapa mezcladora que segin la invencién esté desarrcllads -

TS segin la figura 1, para lograr un buén comportamiento de la
sefial compuesta del sintonizador.

Mediante la utilizacién del gate Dual MOS FET T5 coumo
etapa separadora, se evita, con un comportamiento de la sefial -
compuesta del sintonizador muy bueno, un indeseado influencig--
miento reciproco del filtro de banda sintonizable y del oscila-
dor de la etapa mezcladora poconectado el punto de conexién 15
y no representado con detalle, por ejemplo el oscilador 7 de la
etapa mezcladora 6 segin la figura 1, de manera que puede supri
mirse un especial coste de ajuste para el filtro de banda sinto
nizable y el oscilador.

En virtud de las altas tensiones necesarias para el
funcionamiento de un gate Dual MCS FET, no aparecen en la eta~-
pa separadora formada por el gate Dual MOS FET T5 inflﬁencia—
mientos perturbadores de las sefiales de salida del filtro de ban
da sintonizable, debidos a las sefiales de salida del oscilador
posconectado al punto de conexién 15. Ademds de esto el gate -
Dual MOS FET T5 que forma la etapa separadora amortigua las -

sefiales de salida del oscilador de la etapa mezcladora, de tal

manera que &stas no pueden llegar a la entrada 1 del sintonizz
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dor y asi pués no parten del sintonizador perturbaciones en lo
referente a alta frecuencia. Ademis el gate Dual MOS FET T5 cong
tituye para el oscilador de la etapa mezcladora posconectado al‘
punto de conexidén 15 del sintonizador, una carga egencialmente
constante en todo el campo de sintonizacién del sintonizador, 1lg
cual conduce a un pretendido funcionamiento lineal de la etana
megcladora en todo el campo de sintonizacibn, de manera que se
garentiza un buén comportamiento de la sefial compuesta y une 2l
ta resistencia de modulacibn cruzada del sintonizador.

A través de los puntos de conexidén 12, 13, 14 se ali-
mentan al sintonizador las neceserias tensiones de conmutacién
y servicio. Asf pués al punto de conexibn 13, estéd aplicada con%
tantemente una tensién de servicio de por ejempleo -22 voltios.
A los puntos de conexibén 12 y 14 se aplican alternativamente en
cada caso tensiones de conmtaciédn de aproximadamente + 12 vol-
tios. Con estas tensiones de conmutacién se conmuiten a conducto
res 6 bién no conductores los diodos D, b4, D5, D¢ D7 ¥ Dyqs
de maners que el circuito de entrada formado por la inductivi-
dad L3 ¥ el condensador Czes conmitable entre dos gamas parcia-
les de frecuencia de la gama de recepcidén del sintonizador segin
la invencidn, para adaptér el sintonizador, el circuito previo
sintonizable y el filtro de banda sintonizable.

Un sintonizador segin la invencién es apropiado espe-
ciglmente para la recepcibn de sefiales de televisibébn que se ra-
dian en VHF. En virtud del gran campo de desviacibn de frecuencia
de un sintonizador desarrollado segin la invencién,-éste presen
t2 una construccidn sencilla, pudiendo suprimirse la conmtacibn
entre diversas gamas parciales de la gama de frecuencias de re-

cepcibn necesarias en los sintonizadores de construccibdn tradi-

cional que presenta solo un campo de desviacibén de frecuencia -
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my pequefio.

Los receptores de televisién con un sintonizador desar
rollado segin la invencidn son apropiados para todas las condi-
ciones de recepcién posibles. Asi pués en virtud de su cifra de
ruido baje y casi constante en todo el campo de sintonizacién -
del sintonizador, asi coﬁo de su favorable relacibn sefial-ruidc,
permiten tembién la recepcibn de sefiales de conmitacién que iued

dan muy débvilmente, manifesténdose como my ventajosa la alta -

resistencia de la sefial compuesta de un sintonizador segin la

invencibn.

Descrita suficientemente la naturaleza del invento,

nsi como la manera de realizarlo en la préctica, debe hacerse
constar que las disposiciones anteriormente indicadas son =us-

ceptibles de modificaciones de detalle en cuanto no alteren su

principio fundamental.
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REIVINDICACIONES

1.~ Perfeccionamientos en sintonizadores para recep-
tores de televisibn, que comprenden un circuito previb sintoni-
zable, una etapa previa posconectada al circulto previo sinto- E
nizable, un filtro de banda sintonizable posconectado z la eta-~
pa previa y una etapa megeladora posconectada al filtro de han-
da sintonizable, caracterizados porque entre el filtro de banda
sintonizable y la etapa mezecladora se dispone une etapa sepsra-
dora formada, por un transistor T2 6 T5 que amplifica las sefia-
les de salida del filtro de banda sintonizable.

2.- Perfeccionamientos segin la reivindicacién 1, ca-
racterizados porque el transistor T2 que formgz la etapas separa-
dora esté desarrollado como un transistor de alts intensidad -
sin regulacidn, que funciona en coneiién de base.

3.~ Perfeccionamientos segdn la reivindicacién 1, ca-
racterizados porque el transistor que forma la etapas separadora
est4 desarrollado como gate Dugl MOS FET TS'

4,-Perfeccionamientos segin las reivindicaciones 1 a
35 caracterizados porque la etapa mezcladora posconectada al -
transistor T2 6 TS que forma la etapa separadors estsd formada -
por un gate Dual MOS FET T3.

5.~ Perfeccionamientos segin las reivindicaciones 1 a
4, caracterizados porque la eteps previa estd desarrollada como
gate Dual MOS FET T1 regulado.

6.~ Perfeccionamientos en sintonizadores para recepto
res de televisiébn; tal y como queda sustancialmente-descrito en

la presente Memoria.
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Esta Memoria consta de 10 hojas escritas a miquina por

una sola cara.
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